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Student zna budowe i rozumie zasade dziatania podstawowych przyrzadéw
potprzewodnikowych mocy.

Rozumie zwigzek miedzy wiasciwosciami przyrzadéw a wymaganiami narzucanymi przez
aplikacje, umie korzysta¢ z dokumentacji technicznej oraz potrafi zastosowac te wiedze i
umiejetnosci w celu doboru przyrzadu.

Zna i umie stosowac zasady niezawodnego uzytkowania przyrzadéw potprzewodnikowych
mocy, rozumie dziatanie i potrafi zastosowac proste zabezpieczenia i uktady chtodzenia.
Zna budowe, rozumie dziatanie oraz potrafi zaprojektowac i skonstruowac proste obwody
sterowania polowych tranzystoréw mocy i tyrystorow.

Zna podstawowe metodologie komputerowego modelowania przyrzadow
potprzewodnikowych mocy i przeksztattnikow elektronicznych, rozumie ograniczenia
zwigzane z wykorzystaniem modeli oraz potrafi wykorzysta¢ wybrany symulator obwoddw w
projektowaniu uktaddéw.

Wstep do elektroniki, Obwody elektryczne, Metrologia elektryczna i elektroniczna

Ksztatcenie odbywa sie na zasadzie wzajemnego dopetnienia i synergii miedzy wyktadem i
laboratorium. W zwigzku z tym tresci ksztatcenia podane w polu wyktadu sg wspdlne dla obu
form ksztatcenia, przy czym nie wszystkie sa realizowane w obu formach.

WYKLAD

1. Rola przyrzaddw potprzewodnikowych mocy: klucz pétprzewodnikowy idealny i
rzeczywisty, istotne parametry przyrzagdéw mocy.

2. Fizyczne podstawy dziatania przyrzadéw potprzewodnikowych mocy: blokowanie napiecia
i przebicie, mechanizmy przewodzenia pradu, stany dynamiczne.

3. Budowa i dziatanie przyrzadéw potprzewodnikowych mocy — diody prostownicze i
przefaczajace ze ztaczem PN, Schottky’ego i o strukturze PIN, tyrystory konwencjonalne,
triaki i diaki, tranzystory bipolarne, tranzystory polowe z izolowang bramka, tranzystory
bipolarne z izolowang bramkg, tranzystory z indukcjq statyczng: specyfika budowy i
dziatania struktur o wysokiej wytrzymatosci napieciowej i pradowej; wiasciwosci, parametry i
charakterystyki statyczne i dynamiczne.

4. Zastosowanie przyrzadow poétprzewodnikowych mocy w impulsowych uktadach
elektronicznych: kryteria doboru, podstawowe konfiguracje pracy, dziatanie i podstawy
projektowania prostych obwoddw sterowania; wybrane aplikacje — prostowniki, sterowniki
pradu przemiennego, przetwornice: podstawy dziatania, rola przyrzadéw
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potprzewodnikowych mocy i wptyw na prace ukfadu.

5. Niezawodne uzytkowanie przyrzadéw pétprzewodnikowych mocy: obszar bezpiecznej
pracy; wptyw temperatury na dziatanie przyrzadu, straty mocy, podstawy projektowania
prostych toréw chtodzenia, radiatory; wptyw uktadu pracy, proste zabezpieczenia
przyrzadéw potprzewodnikowych.

6. Modele przyrzadéw potprzewodnikowych mocy: podstawy budowy, zasady stosowania w
komputerowym projektowaniu uktadéw mocy, ograniczenia modeli.

LABORATORIUM
Laboratorium obejmuje 8 ¢wiczen o charakterze doswiadczalnym, symulacyjnym lub
projektowo-obliczeniowym, zgrupowanych w 4 bloki 4-godzinne.

Wyktad: pisemne kolokwium koncowe. Laboratorium: praca na zajeciach, sprawozdania z
wykonanych ¢wiczen, krétkie kolokwia pisemne po kazdym bloku ¢wiczeniowym.
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Wyktad odbywa sie w pierwszej potowie semestru.
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